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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１ないし第３ドメインを含み、前記第１ドメインは反射部と定義され、前記第２およ
び第３ドメインは透過部と定義されて画素領域が画定された第１基板上に交差配置された
ゲート配線及びデータ配線と、
　前記ゲート配線と前記データ配線との交差点に形成されたゲート電極、半導体層、ソー
ス及びドレイン電極からなる薄膜トランジスタと、
　前記薄膜トランジスタと接続し、前記第１ないし第３ドメインに形成された第１ないし
第３画素電極を含む透明電極と、
　前記薄膜トランジスタに接続され、前記第１ドメインに形成された反射電極と、
　前記第１ないし第３画素電極の間を電気的に接続させる第１および第２接続電極と、
　前記反射部に形成された第１ストレージ電極と、前記第１および第２接続電極の下部に
形成された第２および第３ストレージ電極と、
　前記第１基板と対向する第２基板と、
　前記第１基板及び第２基板の間に形成された液晶層と、を含み、
　前記透過部の面積は前記反射部の面積より大きく形成され、
　前記反射部に凹凸パターンが形成され、
　前記第１画素電極と前記第１ストレージ電極との間に第１ストレージキャパシタ、前記
第１接続電極と前記第２ストレージ電極との間に第２ストレージキャパシタおよび前記第
２接続電極と前記第３ストレージ電極との間に第３ストレージキャパシタをそれぞれ形成
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し、
　前記ゲート配線と所定間隔が離隔されて、前記第１ないし第３ストレージ電極と接続し
たストレージ配線を含むことを特徴とする反射透過型液晶表示装置。
【請求項２】
　前記第１画素電極と第１ストレージ電極との間、前記第１接続電極と前記第２ストレー
ジ電極との間および前記第２接続電極と前記第３ストレージ電極との間には、誘電体膜が
形成されたことを特徴とする請求項１に記載の反射透過型液晶表示装置。
【請求項３】
　前記液晶層は、液晶分子が垂直配向したことを特徴とする請求項１に記載の反射透過型
液晶表示装置。
【請求項４】
　前記透明電極は、スリットを含むことを特徴とする請求項１に記載の反射透過型液晶表
示装置。
【請求項５】
　前記第２基板は、前記画素周辺領域と対応する位置に形成されたブラックマトリックス
と、前記画素領域と対応する位置に形成されたカラーフィルターとを含むことを特徴とす
る請求項１に記載の反射透過型液晶表示装置。
【請求項６】
　前記第２基板は、誘電体突起がさらに形成されたことを特徴とする請求項１に記載の反
射透過型液晶表示装置。
【請求項７】
　前記透過部のセルギャップは、実質的に前記反射部のセルギャップの２倍であることを
特徴とする請求項１に記載の反射透過型液晶表示装置。
【請求項８】
　前記第１～第３ドメインのうちの少なくとも２つは、液晶の駆動方向が異なることを特
徴とする請求項１に記載の反射透過型液晶表示装置。
【請求項９】
　前記第１基板は、前記透過部にエッチング溝を有する絶縁膜をさらに含むことを特徴と
する請求項１に記載の反射透過型液晶表示装置。
【請求項１０】
　第１ないし第３のドメインを含み、前記第１のドメインは反射部と定義され、前記第２
および第３のドメインは透過部と定義されて画素領域が画定された基板上に交差配置され
たゲート配線及びデータ配線と、
　前記ゲート配線と前記データ配線との交差点に形成されたゲート電極、半導体層、ソー
ス及びドレイン電極からなる薄膜トランジスタと、
　前記薄膜トランジスタと接続し、前記第１ないし第３のドメインに形成された第１ない
し第３の画素電極を含む透明電極と、
　前記薄膜トランジスタに接続され、前記第１のドメインに形成された反射電極と、
　前記第１ないし第３画素電極間を電気的に接続させる第１および第２接続電極と、
　前記反射部に形成された第１ストレージ電極と、
　前記第１および第２接続電極の下部に形成された第２および第３ストレージ電極と、を
含み、
　前記第１画素電極と前記第１ストレージ電極との間に第１ストレージキャパシタ、前記
第１接続電極と前記第２ストレージ電極との間に第２ストレージキャパシタおよび前記第
２接続電極と前記第３ストレージ電極との間に第３ストレージキャパシタをそれぞれ形成
し、
　前記透過部の面積は前記反射部の面積より大きいことを特徴とする反射透過型液晶表示
装置。
【請求項１１】
　前記反射部に凹凸パターンがさらに含まれたことを特徴とする請求項１０に記載の反射
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透過型液晶表示装置。
【請求項１２】
　前記ゲート配線と所定間隔が離隔されて、前記第１ないし第３ストレージ電極と接続し
たストレージ配線をさらに含むことを特徴とする請求項１０に記載の反射透過型液晶表示
装置。
【請求項１３】
　前記第１画素電極と第１ストレージ電極との間、前記第１接続電極と前記第２ストレー
ジ電極との間および前記第２接続電極と前記第３ストレージ電極との間には、誘電体膜が
介在されたことを特徴とする請求項１０に記載の反射透過型液晶表示装置。
【請求項１４】
　前記透明電極は、スリットを含むことを特徴とする請求項１０に記載の反射透過型液晶
表示装置。
【請求項１５】
　前記基板は、前記透過部にエッチング溝を有する絶縁膜をさらに含むことを特徴とする
請求項１０に記載の反射透過型液晶表示装置。
【請求項１６】
　第１ないし第３のドメインを含み、前記第１のドメインは反射部と定義され、前記第２
および第３のドメインは透過部と定義されて画素領域が画定された第１基板上にゲート配
線、該ゲート配線と平行したストレージ配線、該ストレージ配線から分岐されて前記第１
ドメインに形成される第１ストレージ電極、該第１ドメインと第２ドメインの境界に形成
される第２ストレージ電極および前記第２ドメインと第３ドメインとの境界に形成される
第３のストレージ電極を形成するステップと、
　前記第１基板の全面に絶縁膜を形成するステップと、
　前記ゲート配線と交差するデータ配線を形成するステップと、
　前記ゲート配線と前記データ配線との交差点に薄膜トランジスタを形成するステップと
、
　前記薄膜トランジスタと接続し、前記第１ないし第３ドメインに形成された第１ないし
第３画素電極を含む透明電極を形成するステップと、
　前記薄膜トランジスタに接続され、前記第１ドメインに反射電極を形成するステップと
、
　前記第２ストレージ電極上に前記第１および第２画素電極を接続する第１接続電極と前
記第３ストレージ電極上に前記第２および第３画素電極を接続する第２接続電極を形成す
るステップと、
　前記第１基板と対向する第２基板を配置するステップと、
　前記第１基板と前記第２基板との間に液晶層を介在させるステップと、を含み、
　前記第１画素電極と前記第１ストレージ電極との間に第１ストレージキャパシタ、前記
第１接続電極と前記第２ストレージ電極との間に第２ストレージキャパシタおよび前記第
２接続電極と前記第３ストレージ電極との間に第３ストレージキャパシタをそれぞれ形成
し、
　前記透過部の面積は前記反射部の面積より大きいことを特徴とする反射透過型液晶表示
装置の製造方法。
【請求項１７】
　前記反射電極の下部に凹凸パターンを形成するステップをさらに含むことを特徴とする
請求項１６に記載の反射透過型液晶表示装置の製造方法。
【請求項１８】
　前記液晶層は、液晶分子が垂直配向することを特徴とする請求項１６に記載の反射透過
型液晶表示装置の製造方法。
【請求項１９】
　前記第２基板上において前記画素周辺領域と対応する位置にブラックマトリックスを形
成するステップと、
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　前記画素領域と対応する位置にカラーフィルターを形成するステップと
を含むことを特徴とする請求項１６に記載の反射透過型液晶表示装置の製造方法。
【請求項２０】
　前記第２基板上に誘電体突起を形成するステップをさらに含むことを特徴とする請求項
１６に記載の反射透過型液晶表示装置の製造方法。
【請求項２１】
　前記第２ドメインのセルギャップは、実質的に前記第１ドメインのセルギャップの２倍
であることを特徴とする請求項１６に記載の反射透過型液晶表示装置の製造方法。
【請求項２２】
　前記第１及び第２ドメインは、液晶の駆動方向が互いに異なることを特徴とする請求項
１６に記載の反射透過型液晶表示装置の製造方法。
【請求項２３】
　前記第１基板上には、前記透過部にエッチング溝を有する絶縁膜をさらに形成するステ
ップを含むことを特徴とする請求項１６に記載の反射透過型液晶表示装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置に関し、さらに詳細には、多重ドメインをなすＶＡモードの液
晶表示装置において、反射モードと透過モードを選択的に使用することができる、反射透
過型液晶表示装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、画像情報を画面に表すディスプレイ装置のうち、ブラウン管表示装置（ＣＲＴ
）がいままで最も多く用いられてきたが、これは、表示面積に比べて体積が大きくかつ重
いため、その使用には多くの不便があった。
【０００３】
　そして、現在では、電子産業の発達と共にＴＶブラウン管などに制限的に用いられてい
たディスプレイ装置が、個人用コンピュータ、ノートブック、無線端末機、自動車計器板
、電光板などにまで拡大して用いられ、情報通信技術の発達と共に大容量の画像情報を伝
送できるようになるにつれて、これを処理して具現することができる次世代ディスプレイ
装置の重要性が大きくなりつつある。
【０００４】
　このような次世代ディスプレイ装置は、軽薄短小、高輝度、大画面、低消費電力及び低
価格化を実現することができなければならないが、その１つとして、最近では液晶表示装
置が注目されつつある。
　液晶表示装置（ＬＣＤ）は、表示解像度が他の平板表示装置より良好し、動画を具現す
る時にその品質がブラウン管に適する程、応答速度が速いという特性を有している。
【０００５】
　このような液晶表示装置の駆動原理は、液晶の光学的、誘電的異方性を利用することで
あって、液晶は、構造が長細いため、分子の配列に方向性があり、人為的に液晶に電界を
印加して分子配列の方向を制御することができる。
　したがって、液晶の分子配列方向を任意に調節すると、液晶の分子配列が変わるように
なり、光学的異方性により液晶が分子配列方向に光が屈折して、画像情報を表現すること
ができる。
【０００６】
　現在、主に用いられている液晶表示装置のうちの１つに、ねじれネマチック（ＴＮ）モ
ードの液晶表示装置を例に挙げることができる。ねじれネマチックモードは、２基板にそ
れぞれ電極を設置し、液晶方向子が９０゜ツイストされるように配列した後、電極に電圧
を加えて液晶方向子を駆動するモードである。
【０００７】
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　ねじれネマチックモードの液晶表示装置の他にも、誘電的異方性を利用した液晶モード
は、電圧制御複屈折（ＥＣＢ）モード、ゲスト－ホスト（ＧＨ）モードなどがあり、この
中でＥＣＢモードでは、電界に対して垂直な方向に配列される誘電的異方性が負（△ε＜
０）であるネガティブ型液晶が利用される。
【０００８】
　ＥＣＢモードの中でも垂直配向（ＶＡ）モードは、階調電圧に対する反応時間の変化の
幅が小さいため、応答特性がねじれネマチックモードの液晶表示装置に比べて良いという
長所を持っている。
【０００９】
　垂直配向モードの液晶表示装置は、上下基板の間に誘電率異方性が負である液晶が介在
されており、上下基板の対向面には、垂直配向膜が形成されており、上下基板の対向面の
後面それぞれには、偏光板が取り付けられている構造を有する。このとき、上下基板の対
向面それぞれには、液晶駆動電極が備えられており、上下偏光板の偏光軸は、互いに直交
するように取り付けられている。
【００１０】
　このような垂直配向モードの液晶表示装置は、電界が形成される前には、液晶分子が垂
直配向膜の影響で基板に垂直に配列される。このとき、上下偏光板が垂直に交差されてい
るため、画面は暗くなる。
【００１１】
　一方、上下基板の駆動電極の間に電界が形成されると、誘電率異方性が負である液晶性
質により、液晶分子は、電界の形態と垂直になるように捩れる。これにより、液晶分子を
介して光が透過されて、画面は、ホワイトとなる。
【００１２】
　このとき、液晶分子は、その形態が棒状であるため、長軸と短縮の屈折率、誘電率など
が互いに異なる。これにより、液晶分子を見る方向に応じて屈折率が相異し、結局、画面
の正面から見たときと、側面から見たときの視野角の差が生じる。
【００１３】
　したがって、このような問題点を解決するために、従来では、１つの単位画素内で下板
の画素電極をスリット状に形成して、電界形成時に多重ドメインを形成する。
　すなわち、画素電極と共通電極との間に電界を形成する際に、液晶分子の捩れる方向を
異にして、液晶分子の長軸と短縮に対する異方性を補償した。
【００１４】
　ところが、上記の通りに構成された多重ドメインの垂直配向モードの液晶表示装置は、
バックライトを光源として利用する透過型垂直配向モードの液晶表示装置と、バックライ
トを光源として利用せずに自然光及び人造光を利用する反射型垂直配向モードの液晶表示
装置とに分類し得る。
【００１５】
　このとき、透過型垂直配向モードの液晶表示装置は、バックライトを光源として利用し
て、暗い外部環境でも明るい画像を具現する。しかし、明るい所では、使用ができなく、
電力消費が大きいという問題がある。
　これに対し、反射型垂直配向モードの液晶表示装置は、バックライトを使用しないため
、消費電力の低減は可能であるが、外部の自然光が暗いときには、使用ができないという
限界がある。
［先行技術文献］
［特許文献１］特開２００４－８５９１８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　本発明は、上述の問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、多重ドメイン構造の垂
直配向モードの液晶表示装置において、開口率を高め、画質を向上させることにより、反
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射モードと透過モードで選択的に駆動され得る、反射透過型液晶表示装置及びその製造方
法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　上記の目的を達成すべく、本発明に係る反射透過型液晶表示装置は、反射部及び透過部
を有する画素領域が画定された第１基板上に交差配置されたゲート配線及びデータ配線と
、前記ゲート配線とデータ配線との交差点に形成されたゲート電極、半導体層、ソース及
びドレイン電極からなる薄膜トランジスタと、前記薄膜トランジスタと接続し、前記透過
部に形成された透明電極と、前記薄膜トランジスタと接続し、前記反射部に形成された反
射電極と、前記透明電極と前記反射電極とを電気的に接続させる接続電極と、前記反射部
に形成された第１ストレージ電極と、前記接続電極の下部に形成された第２ストレージ電
極と、前記第１基板と対向する第２基板と、前記第１基板及び第２基板の間に形成された
液晶層とを含むことを特徴とする。
【００１８】
　また、上記の目的を達成すべく、本発明に係る反射透過型液晶表示装置は、反射部及び
透過部を有する画素領域が画定された基板上に交差配置されたゲート配線及びデータ配線
と、前記ゲート配線とデータ配線との交差点に形成されたゲート電極、半導体層、ソース
及びドレイン電極からなる薄膜トランジスタと、前記薄膜トランジスタと接続し、前記透
過部に形成された透明電極と、前記薄膜トランジスタと接続し、前記反射部に形成された
反射電極と、前記透明電極と前記反射電極とを電気的に接続させる接続電極と、前記反射
部に形成された第１ストレージ電極と、前記接続電極の下部に形成された第２ストレージ
電極とを含むことを特徴とする。
【００１９】
　また、上記の目的を達成すべく、本発明に係る反射透過型液晶表示装置の製造方法は、
第１ドメイン及び第２ドメインを有する画素領域が画定された第１基板上にゲート配線、
該ゲート配線と平行したストレージ配線、該ストレージ配線から分岐されて前記第１ドメ
インに形成される第１ストレージ電極、及び該第１ドメインと第２ドメインの境界に形成
される第２ストレージ電極を形成するステップと、前記第１基板の全面に絶縁膜を形成す
るステップと、前記ゲート配線と交差するデータ配線を形成するステップと、前記ゲート
配線とデータ配線との交差点に薄膜トランジスタを形成するステップと、前記薄膜トラン
ジスタと接続し、前記第２ドメインに透明電極を形成するステップと、前記薄膜トランジ
スタと接続し、前記第１ドメインに反射電極を形成するステップと、前記第２ストレージ
電極上に前記透明電極と前記反射電極とを電気的に接続させる接続電極を形成するステッ
プと、前記第１基板と対向する第２基板を配置するステップと、前記第１基板及び第２基
板の間に液晶層を介在させるステップとを含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、反射透過型液晶表示装置において、反射部の面積より透過部の面積を
増大させることにより、開口率を向上させるという第１の効果がある。
　また、本発明は、反射透過型垂直配向モードの液晶表示装置において、多重ドメインを
形成し、各ドメインの間にストレージキャパシタを形成することによって、総ストレージ
キャパシタを確保し、画質特性を向上させ、視野角特性を改善するという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、添付した図面を参照して、本発明に係る反射透過型液晶表示装置について詳細に
説明する。
【００２２】
　反射透過型垂直配向モードの液晶表示装置は、単位画素領域内に反射部と透過部を同時
に備えて、透過型液晶表示装置及び反射型液晶表示装置の機能を同時に揃えたものであっ
て、バックライトの光と外部の自然光源又は人造光源を全て利用し得るため、周辺環境に
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制約されず、電力消費を減らすことができるという長所がある。
【００２３】
　図１は、本発明に係る第１の実施形態であって、垂直配向モードの多重ドメイン液晶表
示装置のアレイ基板の画素部の一部を概略的に示す平面図であり、図２は、図１のＩ－Ｉ
´の断面図である。
【００２４】
　図１及び図２に示すように、本発明に係る反射透過型垂直配向モードの液晶表示装置の
アレイ基板１００は、ゲート配線１２５とデータ配線１３９とが互いに直交するようにし
て画素領域Ｐを画定し、ゲート配線１２５とデータ配線１３９とが交差する地点に薄膜ト
ランジスタが形成されており、この薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）と接続する画素電極は、
スリットにより第１及び第２ドメインＡ、Ｂに分割されて、第１及び第２画素電極１６１
ａ、１６１ｂとなり、この第１及び第２画素電極１６１ａ、１６１ｂは、接続画素電極１
６０により接続されている。
【００２５】
　第１及び第２画素電極１６１ａ、１６１ｂを接続する接続画素電極１６０により、第１
及び第２ドメインＡ、Ｂは、電気的に接続され、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）から伝達さ
れる信号に応じて駆動される。
【００２６】
　反射透過型垂直配向モードの液晶表示装置におけるアレイ基板は、反射モードと透過モ
ードとで選択的に駆動され得るようにするために、第１ドメインＡは、反射部ＲＡとして
第１画素電極１６１ａの上部又は下部に反射電極１４９をさらに備えており、第２ドメイ
ンＢは、透過部ＴＡとして第２画素電極１６１ｂを透過電極として使用している。
【００２７】
　また、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）は、ゲート電極１２３、ソース電極１３５、ドレイ
ン電極１３７、及びゲート電極１２３の上部に構成されたアクティブ層１３１からなる。
【００２８】
　ゲート配線１２５と所定間隔が離隔されて、平行にストレージ配線１４４が形成され、
ストレージ配線１４４は、第１ストレージ電極１４３ａ及び第２ストレージ電極１４３ｂ
と接続される。
【００２９】
　第１ストレージ電極１４３ａは、反射部ＲＡの一部に形成され、第２ストレージ電極１
４３ｂは、接続画素電極１６０の下部に形成される。
【００３０】
　第１ストレージ電極１４３ａと第１画素電極１６１ａとの間に積層されたゲート絶縁膜
１２９、保護膜１４５及び誘導絶縁膜１４７が誘電体として機能し、第１ストレージ電極
１４３ａと第１ストレージ電極１４３ａ上の１画素電極１６１ａとの間に第１ストレージ
キャパシタＣｓｔ１が形成され、第２ストレージ電極１４３ｂと接続画素電極１６０との
間に第２ストレージキャパシタＣｓｔ２が形成される。
【００３１】
　このような構造を有する反射透過型垂直配向モードの液晶表示装置は、第１ストレージ
キャパシタＣｓｔ１及び第２ストレージキャパシタＣｓｔ２を形成してストレージキャパ
シタ容量を確保するため、開口率を向上させるために、反射部ＲＡの大きさを減らし、透
過部ＴＡの大きさを大きくして開口率を向上させた場合、ストレージキャパシタＣｓｔの
容量の変化がほとんどないため、画素電圧降下（ΔＶｐ）値の変動がなくなり、開口率だ
けでなく、画質も改善される。
【００３２】
　したがって、画面が大型化し、消費者の使用環境に応じる開口率を確保するために、反
射部ＲＡ領域より透過部ＴＡ領域を大きく形成することができる。
【００３３】
　また、誘導絶縁膜１４７は、反射効率をさらに向上させるための反射部ＲＡの凹凸型パ
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ターン１４７ａ、デュアルセルギャップのための透過部ＴＡのエッチング溝１４８が形成
されることができ、反射部ＲＡの凹凸型パターン１４７ａの上には、反射電極１４９が凹
凸型パターン１４７ａの屈曲に沿って形成されている。
【００３４】
　誘導絶縁膜１４７の透過部ＴＡに形成されたエッチング溝１４８により、反射透過型液
晶表示装置は、反射部ＲＡと透過部ＴＡでデュアルセルギャップを形成するようになり、
透過部ＴＡのセルギャップｄ１は、反射部ＲＡのセルギャップｄ２の略２倍になるように
することによって、反射部ＲＡ及び透過部ＴＡの光効率を向上させている。
【００３５】
　図２に示すように、アレイ基板１００上にブラックマトリックス１８１及びカラーフィ
ルター１８２が形成されているカラーフィルター基板１８０が対向しており、カラーフィ
ルター基板１８０には、共通電極１８５が形成されている。
　そして、共通電極１８５上には、電界を歪ませて多重ドメイン効果を具現するための誘
電体突起１８８が形成されている。
【００３６】
　このような構造の２重ドメイン垂直配向モードの液晶表示装置において、アレイ基板１
００の画素電極スリットｓとカラーフィルター基板１８０の誘電体突起１８８により、液
晶駆動時に液晶分子を多様に駆動させ得るため、多重ドメイン効果を具現することができ
、第１ドメインＡは反射部ＲＡとして、第２ドメインＢは透過部ＴＡとして使用すること
ができるため、反射モードと透過モードとで選択的に駆動される。
【００３７】
　また、本発明は、反射透過型液晶表示装置において反射部の面積より透過部の面積を増
大させることにより、開口率を向上させている。
【００３８】
　また、本発明は、反射透過型垂直配向モードの液晶表示装置において、多重ドメインを
形成し、各ドメインの間にストレージキャパシタを形成することによって、総ストレージ
キャパシタを確保し、画質特性を向上させ、視野角特性が良くなる。
【００３９】
　図３は、本発明に係る第２の実施形態であって、反射透過型垂直配向モードの液晶表示
装置のアレイ基板を示す平面図である。
　図３に示すように、本発明に係る反射透過型垂直配向モードの液晶表示装置のアレイ基
板は、スイッチング素子である薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）がマトリックス状に位置し、
このような複数の薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）を交差するゲート配線２２５とデータ配線
２３９が形成している。
【００４０】
　このとき、ゲート配線２２５とデータ配線２３９とが交差して画定される領域を画素領
域Ｐとする。
【００４１】
　薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）は、ゲート電極２２３、ソース電極２３５、ドレイン電極
２３７、及びゲート電極２２３の上部に構成されたアクティブ層２３１からなる。
【００４２】
　そして、ゲート配線２２５と所定間隔が離隔されてストレージ配線２４４が形成されて
おり、ストレージ配線２４４と接続した複数のストレージ電極２４３a、２４３ｂ、２４
３ｃが、画素領域Ｐに形成されている。
【００４３】
　本発明に係る多重ドメイン垂直配向モードの液晶表示装置は、アレイ基板の画素電極ス
リットｓとカラーフィルター基板の誘電体突起により、液晶駆動時に液晶分子を多様に駆
動させ得るため、多重ドメイン効果を具現することができ、第１ドメインＡは反射部（Ｒ
Ａ）として、第２ドメインＢ及び第３ドメインＣは透過部（ＴＡ）として使用することが
できるため、反射モードと透過モードとで選択的に駆動される。
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【００４４】
　このとき、１つの画素領域Ｐに対して透過部（ＴＡ）として用いられる面積が、反射部
（ＲＡ）として用いられる面積よりさらに広く形成することによって、開口率を向上させ
ることができる。
【００４５】
　反射部（ＲＡ）には、反射電極２４９が形成されており、画素領域Ｐには、画素電極２
６１ａ、２６１ｂ、２６１ｃが薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）のドレイン電極２３７と接続
されるが、画素電極２６１ａ、２６１ｂ、２６１ｃは、スリットｓにより第１、第２、及
び第３ドメインＡ、Ｂ、Ｃに分割されて、第１、第２、及び第３画素電極２６１ａ、２６
１ｂ、２６１ｃは、第１、及び第２接続画素電極２６０ａ、２６０ｂにより接続されてい
る。
【００４６】
　そして、第１画素電極２６１ａは、反射電極２４９と共に反射部（ＲＡ）に形成されて
おり、第２及び第３画素電極２６１ｂ、２６１ｃは、透過部（ＴＡ）に形成されて、透過
電極として機能する。
【００４７】
　第１及び第２画素電極２６１ａ、２６１ｂを接続する第１接続画素電極２６０ａと、第
２及び第３画素電極２６１ｂ、２６１ｃを接続する第２接続画素電極２６０ｂにより、第
１、第２、及び第３ドメインＡ、Ｂ、Ｃは、電気的に接続されて、薄膜トランジスタ（Ｔ
ＦＴ）から伝達される信号に応じて駆動される。
【００４８】
　そして、図示していないが、反射部（ＲＡ）には、反射効率をさらに向上させるための
凹凸型パターンを備えた誘導絶縁膜が形成されている。そして、透過部（ＴＡ）には、デ
ュアルセルギャップのために誘導絶縁膜にエッチング溝が形成されており、反射部（ＲＡ
）の凹凸型パターン上には、反射電極２４９が凹凸型パターンの屈曲に沿って形成されて
、反射効率を増大させる。
【００４９】
　また、先に簡単に述べた通り、ゲート配線２２５と所定間隔が離隔されてストレージ配
線２４４が形成されており、ストレージ配線２４４と接続した複数のストレージ電極２４
３ａ、２４３ｂ、２４３ｃが画素領域Ｐに形成されている。
【００５０】
　第１ストレージ電極２４３ａは、反射部（ＲＡ）において第１画素電極２６１ａの間に
第１ストレージキャパシタＣｓｔ１を形成しており、第２ストレージ電極２４３ｂは、第
１ドメインＡと第２ドメインＢとの間の第１接続画素電極２６０ａの間に第２ストレージ
キャパシタＣｓｔ２を形成しており、第３ストレージ電極２４３ｃは、第２ドメインＢと
第３ドメインＣとの間の第２接続画素電極２６０ｂの間に第３ストレージキャパシタＣｓ
ｔ３を形成している。
　第１～第３ストレージキャパシタＣｓｔ１、Ｃｓｔ２、Ｃｓｔ３の総合が１つの画素に
対する総ストレージキャパシタ容量Ｃとなる。
【００５１】
　第１ドメインＡと第２ドメインＢとの間と、第２ドメインＢと第３ドメインＣとの間と
は、スリットｓにより画素電極２６１ａ、２６１ｂ、２６１ｃが所定間隔離隔される部分
が発生し、このようなスリットｓに対応する位置の液晶層は駆動されないため、スリット
ｓが形成された位置を介してストレージ配線２４４と第２及び第３ストレージ電極２４３
ｂ、２４３ｃとが接続されることができる。
【００５２】
　上記のように多重ドメインからなる反射透過型液晶表示装置の場合に、一般に反射部（
ＲＡ）にストレージキャパシタを形成する場合が多いが、本発明のように反射部（ＲＡ）
にストレージキャパシタＣｓｔ１を形成し、透過部（ＴＡ）の所定領域、例えば、各ドメ
インＡ、Ｂ、Ｃの間の電気的接続のための接続画素電極２６０ａ、２６０ｂなどにストレ
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ージキャパシタＣｓｔ２、Ｃｓｔ３を形成する場合には、ストレージキャパシタＣの容量
を確保することができる。したがって、開口率を向上させるために反射部（ＲＡ）の大き
さを減らす場合、ストレージキャパシタＣの容量を補償することができ、画素電圧降下値
が減少して、画質を向上させることができる。
【００５３】
　このとき、ストレージ配線２４４及びストレージ電極２４３ａ、２４３ｂ、２４３ｃと
、画素電極２６１ａ、２６１ｂ、２６１ｃ及び接続画素電極２６０ａ、２６０ｂとの間に
積層されたゲート絶縁膜、保護膜、及び誘導絶縁膜が誘電体として機能するようになる。
【００５４】
　尚、本発明に係る反射透過型垂直配向モードの液晶表示装置は、第１ドメインＡは反射
部（ＲＡ）として、第２及び第３ドメインＢ、Ｃは透過部（ＴＡ）として用いられる３重
ドメイン構造の反射透過型液晶表示装置のみに適用されることに限定されるのではなく、
１つの画素領域Ｐを少なくとも２つ以上のドメインに分割する多重ドメインにおいて、反
射部ＲＡの面積より透過部ＴＡの面積が大きく形成される場合には適用され得る。
【００５５】
　図４は、図３のII－II´の断面図である。
　図４に示すように、本発明に係る反射透過型垂直配向モードの液晶表示装置のアレイ基
板２００は、反射モードと透過モードで選択的に駆動され得るようにするために、第１ド
メインＡは、反射部ＲＡとして第１画素電極２６１ａの上部又は下部に反射電極２４９を
さらに備えており、第２及び第３ドメインＢ、Ｃは、透過部ＴＡ１、ＴＡ２として第２及
び第３画素電極２６１ｂ、２６１ｃを透過電極として使用している。
【００５６】
　以下、図４に示す図面を参照して、本発明に係る反射透過型垂直配向モードの液晶表示
装置の製造方法における工程の順に説明する。
　まず、アレイ基板２００上にゲート電極２２３とゲート配線２２５とゲート配線２２５
と所定間隔が離隔されて、ストレージ配線２４４及びストレージ電極２４３が形成されて
いる。
【００５７】
　ストレージ電極２４３は、画素領域Ｐ内に第１ストレージ電極２４３ａと、第２ストレ
ージ電極２４３ｂと、第３ストレージ電極２４３ｃからなるが、第１ストレージ電極２４
３ａは、反射部ＲＡにおいてストレージキャパシタＣｓｔ１を形成しており、第２ストレ
ージ電極２４３は、第１ドメインＡと第２ドメインＢとの間にストレージキャパシタＣｓ
ｔ２を形成しており、第３ストレージ電極２４３ｃは、第２ドメインＢと第３ドメインＣ
との間にストレージキャパシタＣｓｔ３を形成している。
　そして、ゲート配線２２５が形成されたアレイ基板２００の全面に第１絶縁膜であるゲ
ート絶縁膜２２９を形成する。
　ゲート電極２２３の上部のゲート絶縁膜２２９上に島（アイランド）形態でアクティブ
層２３１及びオームコンタクト層２３３を形成する。
【００５８】
　次に、オームコンタクト層２３３が形成されたアレイ基板２００の全面に、オームコン
タクト層２３３と接触するソース電極２３５及びドレイン電極２３７と、ソース電極２３
５と接続したデータ配線２３９を形成する。
　このとき、オームコンタクト層２３３、アクティブ層２３１、ソース及びドレイン電極
２３５、２３７と、データ配線２３９は、１つのマスク工程により形成されることができ
る。
【００５９】
　データ配線２３９が形成されたアレイ基板２００上に絶縁物質を蒸着して、第２絶縁膜
である保護膜２４５を形成する。
　保護膜２４５は、窒化シリコン（ＳｉＮｘ）又は酸化シリコン（ＳｉＯ２）を蒸着して
形成した無機絶縁膜である。
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【００６０】
　保護膜２４５の上部にベンゾシクロブテン（ＢＣＢ）とアクリル系樹脂を含む透明な誘
導絶縁物質グループから選択された何れかを塗布して、第３絶縁膜である誘導絶縁膜２４
７を形成する。
【００６１】
　誘導絶縁膜２４７の上部の反射部ＲＡには、凹凸型パターン２４７ａが形成されている
。
【００６２】
　画素領域Ｐの一部には、ゲート絶縁膜２２９、保護膜２４５、誘導絶縁膜２４７をエッ
チングすることにより、第１エッチング溝２４８ａ、第２エッチング溝２４８ｂを形成す
る。
　第１エッチング溝２４８ａは、透過部ＴＡ１として用いられる第２ドメインＢに対応す
る位置に形成し、第２エッチング溝２４８ｂは、透過部ＴＡ２として用いられる第３ドメ
インＣに対応する位置に形成する。
【００６３】
　第１及び第２エッチング溝２４８ａ、２４８ｂは、反射透過型液晶表示装置に反射部Ｒ
Ａと透過部ＴＡ１、ＴＡ２においてデュアルセルギャップを形成し得るようにし、透過部
ＴＡ１、ＴＡ２のセルギャップｄ１は、反射部ＲＡのセルギャップｄ２の約２倍となるよ
うにすることによって、反射部ＲＡ及び透過部ＴＡ１、ＴＡ２の光効率を向上させている
。
　このとき、第２ドメインＢと第３ドメインＣとの間に形成された第２ストレージ電極２
４３ｂが露出されないようにする。
　そして、ドレイン電極２３７の一部を露出させるドレインコンタクト孔２５３を形成す
る。
【００６４】
　誘導絶縁膜２４７上に酸化インジウム・スズ（ＩＴＯ）及び酸化インジウム亜鉛（ＩＺ
Ｏ）を含む透明導電性金属グループから選択されたいずれかを蒸着しパターニングして、
ドレイン電極２３７に接触し、かつ画素領域Ｐに構成される透明画素電極２６１ａ、２６
１ｂ、２６１ｃを形成する。
【００６５】
　画素電極２６１ａ、２６１ｂ、２６１ｃは、スリットｓにより第１、第２、及び第３ド
メインＡ、Ｂ、Ｃに分割して、第１、第２、及び第３画素電極２６１ａ、２６１ｂ、２６
１ｃからなり、第１、第２、及び第３画素電極２６１ａ、２６１ｂ、２６１ｃは、接続画
素電極２６０ａ、２６０ｂにより接続されて形成されている。
【００６６】
　そして、第１画素電極２６１ａは、反射電極２４９と共に反射部ＲＡに形成されており
、第２及び第３画素電極２６１ｂ、２６１ｃは、透過部ＴＡ１、ＴＡ２に形成されて、透
過電極として機能する。
【００６７】
　第１、第２、及び第３画素電極２６１ａ、２６１ｂ、２６１ｃを接続する第１及び第２
接続画素電極２６０ａ、２６０ｂにより、第１、第２、及び第３ドメインＡ、Ｂ、Ｃは、
電気的に接続されて、薄膜トランジスタＴＦＴから伝達される信号に対して駆動される。
【００６８】
　第１画素電極２６１ａは、反射部ＲＡにおいて誘導絶縁膜２４７の凹凸型パターン２４
７ａに沿って凹凸構造で形成される。
【００６９】
　そして、画素電極２６１ａ、２６１ｂ、２６１ｃが形成された基板の全面にアルミニウ
ム（Ａｌ）又はアルミニウム合金（例えば、ＡｌＮｄ）のように反射率に優れた金属を蒸
着しパターニングして、反射部ＲＡに反射電極２４９を形成する。
　このとき、反射電極２４９は、反射部ＲＡにおいて誘導絶縁膜２４７及び第１画素電極
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２６１ａの凹凸構造に沿って凹凸をなす。
　反射電極２４９は、第１画素電極２６１ａの上部だけでなく、第１画素電極２６１ａの
下部にも形成されることができる。
【００７０】
　そして、アレイ基板２００上にブラックマトリックス２８１及びカラーフィルター２８
２が形成されているカラーフィルター基板２８０が対向しており、カラーフィルター基板
２８０には、共通電極２８５が形成されている。
【００７１】
　そして、共通電極２８５上には、電界を歪ませて多重ドメイン効果を具現するための誘
電体突起２８８が形成されており、アレイ基板２００とカラーフィルター基板２８０との
間には、垂直配向した液晶層２７０が形成されている。
【００７２】
　このような構造の３重ドメイン垂直配向モードの液晶表示装置において、アレイ基板２
００の画素電極スリットｓとカラーフィルター基板２８０の誘電体突起２８８により、液
晶駆動時に液晶分子を多様に駆動させることができるため、多重ドメイン効果を具現する
ことができ、第１ドメインＡは反射部ＲＡとして、第２及び第３ドメインＢ、Ｃは透過部
ＴＡ１、ＴＡ２として使用することができるため、反射モードと透過モードで選択的に駆
動される。
【００７３】
　このような本発明の反射透過型液晶表示装置の一実施形態である３重ドメイン構造にお
いて、第１ドメインＡは反射部ＲＡとして、第２及び第３ドメインＢ、Ｃは透過部ＴＡ１
、ＴＡ２として用いられて、反射部ＲＡの面積より透過部ＴＡ１、ＴＡ２の面積が大きく
なって開口率が増加し、反射部ＲＡにストレージキャパシタＣｓｔ１を形成し、透過部Ｔ
Ａ１、ＴＡ２の所定領域、例えば、各ドメインの間の電気的接続のための接続画素電極な
どにストレージキャパシタＣｓｔ２、Ｃｓｔ３を形成することにより、ストレージキャパ
シタＣの容量を確保することができる。よって、開口率を向上させるために、反射部ＲＡ
の大きさを減らす場合にも、ストレージキャパシタＣの容量を補償することができるため
、画質を向上させることができる。
【００７４】
　以下、上記の通りに構成される垂直配向モードの反射透過型液晶表示装置の製造ステッ
プを説明する。
【００７５】
　まず、第１ドメイン及び第２ドメインを有する画素領域が画定された第１基板上に、ゲ
ート配線、このゲート配線と平行したストレージ配線、このストレージ配線から分岐され
て第１ドメインに形成される第１ストレージ電極、及び第１ドメインと第２ドメインとの
境界に形成される第２ストレージ電極を形成するステップを行う。
　第１基板の全面に絶縁膜を形成するステップを行う。
　次いで、ゲート配線と交差するデータ配線を形成し、このとき、ゲート配線とデータ配
線との交差点に薄膜トランジスタを形成する。
　薄膜トランジスタは、ゲート配線から突出したゲート電極と、このゲート電極上に形成
された絶縁膜と、ゲート電極の位置で絶縁膜上に形成された半導体層と、半導体層上で互
いに離隔されたソース電極及びドレイン電極からなる。
【００７６】
　次いで、薄膜トランジスタと電気的に接続され、第２ドメインに透明電極を形成し、薄
膜トランジスタと接続され、第１ドメインに反射電極を形成するステップを行う。
　このとき、反射電極の下部に透明電極が形成されることもできる。
【００７７】
　第２ストレージ電極上に透明電極と反射電極とを電気的に接続させる接続電極を形成す
るが、接続電極は、透明電極と同じ物質で同一層に形成されることができる。
　そして、第１基板と対向する第２基板を配置し、第１基板及び第２基板の間に液晶層を
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介在する。
　ここで、付加的に反射電極の下部に凹凸パターンを形成するステップをさらに含むこと
ができる。
【００７８】
　尚、第１ドメインは反射部であり、第２ドメインは透過部であり得、第３ドメインをさ
らに形成することができる。
　第１～第３ドメインは、実質的に同じ面積を有することができ、第２及び第３ドメイン
は、透過部であり得る。
【００７９】
　第１～第３ドメインの境界には、互いに隣接したドメインに形成された透明電極又は反
射電極を電気的に接続するための接続電極が形成されている。
　そして、接続電極の下部に第３ストレージ電極がさらに形成されて、画素領域にストレ
ージキャパシタ容量を十分に確保することができる。
【００８０】
　第２基板上には、誘電体突起がさらに形成されることができ、誘電体突起は、ドメイン
の境界に形成されて、液晶分子の駆動方向を決定する機能を果たす。
【００８１】
　また、本発明に係る反射透過型液晶表示装置において、第２ドメインのセルギャップは
、実質的に第１ドメインのセルギャップの２倍になることができるが、必ずこれに限定さ
れるものではない。
【００８２】
　第２基板は、画素周辺領域と対応する位置に形成されたブラックマトリックスを及び画
素領域と対応する位置に形成されたカラーフィルターをさらに含む。
【００８３】
　本発明は、反射透過型液晶表示装置において、反射部の面積より透過部の面積を増大さ
せることにより、開口率を向上させるという効果がある。
　また、本発明は、反射透過型垂直配向モードの液晶表示装置において多重ドメインを形
成し、各ドメインの間にストレージキャパシタを形成することによって、総ストレージキ
ャパシタを確保し、画質特性を向上させ、視野角特性を改善するという効果がある。
【００８４】
　上述した本発明の好ましい実施の形態は、例示の目的のために開示されたものであり、
本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者であれば、本発明の技術的思想
を逸脱しない範囲内で、様々な置換、変形、及び変更が可能であり、このような置換、変
更などは、特許請求の範囲に属するものである。
【図面の簡単な説明】
【００８５】
【図１】本発明に係る第１の実施形態であって、垂直配向モードの多重ドメイン液晶表示
装置のアレイ基板の画素部の一部を概略的に示す平面図である。
【図２】図１のＩ－Ｉ´の断面図である。
【図３】本発明に係る第２の実施形態であって、反射透過型垂直配向モードの液晶表示装
置のアレイ基板を示す平面図である。
【図４】図３のII－II´の断面図である。
【符号の説明】
【００８６】
１００、２００　　　アレイ基板
１２３、２２３　　　ゲート電極
１２５、２２５　　　ゲート配線
１２９、２２９　　　ゲート絶縁膜
１３１、２３１　　　アクティブ層
１３３、２３３　　　オームコンタクト層
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１３５、２３５　　　ソース電極
１３７、２３７　　　ドレイン電極
１３９、２３９　　　データ配線
１４５、２４５　　　保護膜
１４７、２４７　　　誘導絶縁膜
１４７ａ、２４７ａ　　　凹凸型パターン
１４９、２４９　　　反射電極
１５３、２５３　　　ドレインコンタクト孔
１６０　　　接続画素電極
２６０ａ、２６０ｂ　　　第１、２接続画素電極
１６１ａ、２６１ａ　　　第１画素電極
１６１ｂ、２６１ｂ　　　第２画素電極
２６１ｃ　　　第３画素電極
１７０、２７０　　　液晶層
１８０、２８０　　　カラーフィルター基板
１８１、２８１　　　ブラックマトリックス
１８２、２８２　　　カラーフィルター
１８５、２８５　　　共通電極
１８８、２８８　　　誘電体突起

【図１】 【図２】
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量特性和视角特性。 Ž
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